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【はじめに】発光デバイス材料として用いられ

る GaN は実用化の際の大口径化やコスト効率

の問題から、GaN on Si構造が好ましい。Siと

GaN の格子定数差は大きいが、バッファー層

として AlN を挿入することでヘテロ成長が実

現できる。しかし、現在使用される GaN は Si

基板面に対して極性面方向に成長した GaN で

あり、分極方向に生じるピエゾ電界による発光

デバイスの発光効率低下、貫通転位密度の多さ

が課題である[1]。そこで我々は、MnS バッフ

ァー層を用いた Si(100)上無極性面 AlN 及び

GaN 成長を提案している[2,3]。既に MnS の Si

上への成長及び無極性 AlN の結晶化も実現で

きている。しかし Siと MnSの熱膨張係数差に

よる基板及び AlN との界面の不安定さによる

結晶性の劣化が課題であるため、界面構造改善

を目指し ZnxMn1-xSに着目した。AlNの結晶性

向上に向け Si上 ZnxMn1-xSの作製条件を探す。 

【実験方法】ZnxMn1-xS 薄膜は、Si(100)基板上

へ RFスパッタ法で MnS、ZnSの同時成膜で行

った。Si 上に緩衝層として、室温層 (RT-) 

ZnxMn1-xS及びMnSの 2種類をそれぞれ 20 nm

作成した。その上に 550℃で ZnxMn1-xS を 30 

nm成膜後、反応性 DCスパッタ法で AlNを 50 

nm 成膜した。結晶性評価は、2 次元 X 線回折

手法(2D-XRD)を用いた。表面形状評価および

組成解析は、それぞれ原子間力顕微鏡(AFM)

と蛍光 X線分析法(XRF)を使用した。 

【実験結果】Fig. 1 に、ZnxMn1-xS/Si 構造の

2D-XRD の結果を示す。緩衝層として 

RT-ZnxMn1-xSを用いると、28 o付近に ZnS極性

面成長由来の回折線が観測され相分離が確認

されるが、RT-MnSでは 28 o回折線は見られな

い。RT-MnSには ZnS極性面成長・相分離を抑

える効果があると考えられる。Fig. 2 に AFM

像を示す。RT-ZnxMn1-xS に比べ RT-MnS では

RMS 値が減少し、粒径が均一化する。ZnS 極

性面成長の抑制による平坦性の向上が示唆さ

れる。発表では ZnxMn1-xS/Si 上に無極性 AlN

を堆積させた結果についても議論する。 

 

Fig. 1 2D-XRD images of ZnxMn1-xS films 

on (a) RT- ZnxMn1-xS and (b)RT-MnS 

 

Fig. 2 AFM images of ZnxMn1-xS films 

 on (a) RT- ZnxMn1-xS and (b)RT-MnS 
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